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^ (57) Abstract: The invention relates to an integrated gas sensor having a semi-conducting body on which a gas sensitive resistance 
£5 laver W contacted by electrodes (5) is arranged. At least one field electrode (2, 6) is disposed underneath said resistance layer (4) 
and is separate from an insulating layer (3). The invention is characterised in that the insulating layer (3) has a thickness which is at 
least approximately less or equal to the 10-fold value of the Debye-length L D (1) corresponding to said insulating layer (3), wherein 

OT represents temperature, e represents a material dependent dielectricity number, 6o represents dielelectricity constants, k represents 
^ Bolzmann*s constants, N represents a charge carrier concentration and q represents an elementary charge. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt einen integrierten Gassensor mit einem Halbleiterkorper, auf welchem eine von 
Elektroden (5) kontaktierte gassensitive Widerstandsschicht (4) angeordnet ist, unter welcher von einer Isolierschicht (3) getrennt 
mindestens eine Feldelektrode (2; 6) sitzt. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Isolierschicht (3) eine Dicke aufweist, 
die mindestens annahernd kleiner gleich etwa dem 10-fachen der zu dieser Isolierschicht (3) entprechenden Debye-Lange L D mit 
Formel I ist, wobei T Temperatur e Materialabhangige Dielelektrizitatszahl e Q Dielelektrizitatskonstante k Bolzmannkonstante N 
Ladungstragerkonzentration q Elementarladung bedeuten. 
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